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摘要：在深紫外ＬＩＧＡ加工中，制作高精度大高宽比的微器件是很困难的。难点在于ＳＵ８光刻胶对紫外光的吸收系数

随着波长变短而很快变大，而且其穿透深度也相应迅速变小；同时由于紫外光的衍射效应，获得高精度的大高宽比结构

并不容易。本文深入研究了影响紫外深度光刻图形转移精度的如下因素：衍射效应、曝光剂量、紫外光波长和蝇眼透镜

的分布等等。建立了基于模型区域的校正系统，该校正系统采用了分类分区域的思想将掩模图形按其畸变的特点进行

了分类，在校正过程中对不同的类别分别建立校正区域，在每一校正区域内进行校正优化处理和校正评价，这种基于模

型的分类分区域评价思想，使得校正过程有效且实时，该校正方法不仅降低了校正的复杂性，同时提高了校正的效率。
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
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０．００３９８５μｍ
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ｔｈｏｇｒａｐｈｙｐｒｅｃｉｓｉｏｎｏｆ０．２μｍａｔｅｘｐｏｓｕｒｅｄｏｓ
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Ｆｉｇ．５　Ｅｘｐｏｓｕｒｅｄｏｓｅｉｓｏｌｉｎｅａｔｅｘｐｏｓｕｒｅｄｏｓａｇｅｏｆ

６００ｍＪ／ｃｍ２ｉｎ５０μｍｒｅｓｉｓｔ

ａｇｅｏｆ６００ｍＪ／ｃｍ
２．Ｉｆｗｅｗａｎｔｔｏｇｅｔｈｉｇｈｅｒ

ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ，ｗｅｓｈｏｕｌｄｃｈｏｓｅａｎａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅｅｘｐｏ

ｓｕｒｅｄｏｓａｇｅａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｔｈｉｃｋｎｅｓｓｏｆｒｅｓｉｓｔ
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